
アプリケーション:
- モバイル機器 (スマートフォン、タブレット、カメラ等)
- V2X
- ADASコンピューティング
- SSD

メリット：
- 小型化
- 高速データ転送
- 信号線の短縮化
- 様々な要求に適用可能

アプリケーション:
- コネクティビティモジュール 
	 (UWB, Wifl/BT, mmW / AiP, and RFFEM)
- オプティカルモジュール 
	 (On-board, Pluggable, and Co-Packaged)
- ウェアラブルモジュール 
	 (SiP, Smart Watch, TWS, and AR / VR / MR)

メリット：
- システムの小型化
- システムコストの低減
- 機能の統合
- 製品化スケジュールの短縮

アプリケーション:
- データセンター、マイクロサーバー、5G基地局
- サーバー＆クラウドコンピューティング、
   3Dセンシングモジュール
- 高性能コンピュータ
- ノートPC及び2in1ノートPC

メリット：
- 高いパフォーマンスと信頼性
- フレキシブルな構造
- 様々なアプリケーションに適用可能

HDI Boards,
ビルドアップ基板 
40/40 µm

SiP/Modules
モジュール基板
20/20 µm

IC-Substrates 
サブストレート基板 
10/10 µm Line / Space (µm)

ビルドアップ基板、モジュール基板、サブストレート基板

小型モジュール基板
- ハイエンドビルドアップ　　　　　		  - 狭ピッチBGA/CSPファンアウト
- ファインL/S　　　　　　　　　　 		 - 低比誘電率、低誘電正接材、低熱膨張率材
- 基板サイズ(X,Y)の小型化、薄型化  		 - 反り対策

HDI/mSAP/SAP 能力
Technology Subtractive mSAP IC-Substrate

レーザーパッド径 110 µm 90 µm 77 µm

ライン/スペース
@Cu=15 µm 35/35 µm 

30/40 µm 20/20 µm 9/12 µm

@Cu=30 µm 40/60 µm - -

パターン断面イメージ
最小銅厚 10 µm 12 µm 15 µm

最小絶縁体厚 20 µm 20 µm 25 µm

最小ソルダーマスク厚 10 µm 18 µm

低比誘電率 / 低誘電正接材 Dk=3.2 / Df=0.004
at 10GHz

Dk=3.36 / Df=0.0051 
at 20GHz

対応可能技術 Coreless, Laser trench, 2.5DC, 2.5DR, ECP -

Thank you for visiting 
the AT&S booth. 
Visit ats.net for more 
information.

mSAP on outer layer L/S 9/12 µm SAP
断面

φ50µm vias L/S=9/12µm (HVM)


